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半导体集成电路 驱动器测试方法

1 范围

本文件规定了半导体集成电路驱动器(以下简称器件)的电特性测试方法的基本原理和测试程序。
本文件适用于74/54系列驱动器、总线驱动器、PIN 开关驱动器、达林顿驱动器、时钟驱动器、

LVDS驱动器、MOSFET驱动器和差分驱动器等各种半导体工艺制造的驱动器的电性能测试。其他类

别驱动器的测试参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T9178—1988 集成电路术语

GB/T17574—1998 半导体器件 集成电路 第2部分:数字集成电路

3 术语和定义

GB/T9178—1988界定的术语和定义适用于本文件。

4 一般要求

4.1 测试环境条件

除另有规定外,电测试环境温度为25+3-5℃;环境气压86kPa~106kPa。如果环境湿度对试验有影

响,应在相关文件中规定。

4.2 测试事项

测试期间,符合以下要求:

a) 若无特殊说明,环境或参考点温度偏离规定值的范围应符合器件详细规范的规定;

b) 外界干扰不应影响测试精度,测试设备引起的测试误差应符合器件详细规范的规定;

c) 施于被测器件的电源电压应在规定值的±1%以内,施于被测器件的其他电参量的准确度应符

合器件相关文件的规定;

d) 被测器件与测试系统连接或断开时,不应超过器件的使用极限条件;

e) 应避免因静电放电而引起器件损坏;

f) 非被测输入端和输出端是否悬空应符合相关文件的规定。

4.3 相关文件

本文件中的相关文件指与驱动器相关的产品详细规范、产品手册等技术文件。
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